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OEM:Valvo Transistor 2N2894 Datasheet

2N 2894
2N 2894 A

SILIZIUM - PNP - SCHALTTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehluse: Metall, JEDEC TO-18,
18 A 3 DIN 41 878

Der Kollektor ist mit dem
Gehluse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.
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Kiurzdaten:
Eollektor-Sperrspanning -UEB g = max. 12 v
Eollektor-Emitter-Sperrspannoung -UEE g ™ max. iz ¥
Eollektorstrom ':C = WAX. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei lq £ 26%c Ftnt = mAX. 1,2 W
i o
bei l“ = 25°C Ptut = BAX. J60 =W
Sperrschichttemperatur &J = max. 200 “c
2N 2804 2N 2804 4
Gleichstromverstirkung
bei 'UE!.‘ = 0,8V, -IL. = 30 mi B = 40...150 40...180
Transit-Frequenz 5
bai -U{.'E = 10 V, -Tc = 30 mi i'.l, - 400 800 MHz
Ansschaltzeit
bei -[CI. 30 mA, ¢
-IBI = *IBT = 1,5 mA tlu’ = Q0 as ne
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2N 2894
2N 2894 A

Absolute Grenzwerte: (gultig bis &J .

Kollektor-Sperrspannung bei [E = 0
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei 1, = 0, -1, & 10 mA:

B C
Emitter-Sperrspannung bei Iﬂ = 0:
Kollektorstrom:
25°C,
25”c,

Gesamtverlustleistung bei ‘G

bei iu

| PN P

Sperrschichttemperatur:
Lagerungetemperatur:

Wiirmewiderstand :

gwischen Sperrschicht und Gehluse:
tvischen Sperrschicht und Umgebung:
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Datasheet
) 2 N 28904 2 N 2894 A
'UCH 0" mAX. 12 v
‘UEE 0" mAX. 12 v
-l]!n 0" max. 4,0 4,8 v
']B = max. 200 mA
. W
P{nt = mAX 1;2
Ptnt = mAX. 360 :H
‘J = MAX. 200 C
o = min. -65 “c
b = max. 200 “c
4
R - 0,146 K/mW
th G
Ry y = 0,486 K/mW
£00 Ll B
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— 2 N 2894
2N 2894 A

Kennwerte:

bei &, = 25”C, sofern nicht anders angegeben
2 N ZB94 2 N 2894 A

Kollektor=Reststrom
bei I, = 0
nd U= 8V, 8 = 128%; -1 $ 10 A
unt ~ep ' o . CB 0 < "
und -UCB = 10 V¥, 'U m 125 C: -:cn o = 10 HA
Kollektor-Emitter-Reststrom <
b i uBE = 0, -Uc! = 6 V: 'IEE g : B nA
=17 - 5
bei Upy = 0, -Uyp = 10 Vs Ioa s = 0 nA
Kollektor-Durchbruochspannung >
bei TE = D, -[E = 10 pA: 'L{BH} cERo™ 12 ¥
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung 3
=1 3
bei lIHE - ll. -[E = 10 H..ii I’{Bﬂ} CE 8§ ; 12 v
= - - a
bei ln o, lﬂ = 10 mA: u{ﬂﬂ} CE o™ 1 v
Emitter-Durchbruchspannung 5
bei 1, = 0, -1, = 100 pA: -"{BI] EB 0 = 4,0 4,5 L
Kollektor-Emitter-Restspannung ¢
- - ] = L *
bei -IC = 10 mA, IB = 1 mA: LEE sat r 150 130 a¥
-1, = = =l g
bei ]C d0 mA, [B = 3 mA: IEE sat : 200 190 m¥
bei -IF = 100 mA, -IB m 10 mA: -”fﬁ et = 500 450 mV
Basisspannung
. - ' - 2
bei If 10 mA, ln = 1 mA UBE aat = THED-880 TRO=-920D aV
bei -IE = 30 mA, -]n m 3 mh: -UHt ant ; AS0=1200 AH0-1150 =¥
- - . =1
bei l“ = 100 mA, |B = 10 mA: lﬂt aat 1,7 1,5 v
Gleichstromverstirkung 5
bei =U = 0,8V, =I. = 1 mA: B = 20
CE ¢ 5
bei 'EFF = 0,3 V, -IC = 10 mA: B = a0 a0
bei —Ur[ = 0,8V, ']f = A0 mAt B - 40= 150 40=-150
bei -l'.'[_r = 0,5V, -][. w 30 mA 5
und & = =55°%C ) = 17 20
‘ . > o .
bei _LEE = 1,0 W, -[C = 100 mA: ] 25 o
Transit-Frequenz
bei -rCE = 10 V, -IE = 30 mA N
und "5 100 MHz: r = 400 BOO Mz
Kollektorkapazitiit
bei =U_ = 5V, 1_ = 0,
und f SP140 kHz: © c, S 6,0 4,5 P
Emitterkapazitiit
bei -U,. = 0,8V, I =0,
und 1 EP140 kHz: c S 6,0 6,0 pF
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Kennwerte, Fortsetzung: bei 31;. = 28%¢C
2 N 2804 2 N 2 A
Schaltzeiten ¢ . oo
bed -]t"l = 30 mA, -IBI = “B"I’ = 1,5 mA t-rln = ns
i 5 il 35 ns
aus
3
Impulsgenerator: tp = 200 ms
tr E 1 ms
"\ "1”'
fon +6V 1:' = 50 O
1 Oszillograf: R = 100 ki
<
t = 1 n=s
2 N 204 A
Schaltzeiten —_—
bei —][,1 = 30 mA, -]B:E = i'BT = J mA .
bzw. bei _]l'.".t = ‘IE.’( = +IB.r = 10 mA: 'l'“‘ = 20 ne
t 2 25 ns
aus
Ts i 20 ns
Y Impulsgenerator: m 400 mns
c Ry " P ¢
. = 1 ns
u R = 50 @
[ 4
Oszillograf: E, = 100 kQ
Uyt m ¥ MostE =¥ . E 1 ns
Uy Ubat 8| ™ Ry b “Tex “Inx gy ¢
¥ ¥ g a a mA mA mA uP
1‘.”“ =0, B 0 o4 1000 2000 30 a " |
tlul +11,7 -0 ,85 o4 1000 20000 30 a 3 o,1
"r' 10 =11 270 SO0 500 10 1o 10 0,33
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2N 2894 A

U 55V 2N 2894 A 1
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